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Електро- та фотолюмінесцентні шари пористого кремнію є пер­
спективними для створення оптоелектронних пристроїв та елемен­

тів нового покоління на базі такого всебічно вивченого та техноло­
гічного матеріалу як кремній. Для досягнення оптимальних харак­
теристик шарів пористого кремнію необхідно вдосконалювати тех­
нологію їх отримання та з'ясовувати механізми впливу різноманіт-

• • • • 
них технолоr1чних параметр1в на властивост1 отримуваних шар1в 

(такі , як випромінювальні характеристики та їх стабільність, меха­
нічна стійкість, ізолюючі властивості та ін .). В даній роботі дослі-

'"' . . . 
джении вплив технолог1чних умов на випром1нювальну здатн1сть 

• 
пористого кремн1ю. 

Люмінесцентні шари пористого кремнію отримували за стан­
дартною методикою анодного травлення в спиртових розчинах пла­

викової кислоти. Як вихідний матеріал використовувалися пласти­
ни кремнію р-типу з орієнтацією (1 ОО) та (111), провідність яких 
складала 2-- 10 Ом·см. Змінними параметрами були також густина 

• • 
анодного струму, час електрол1тичного травлення та концентрац1я 

•• • • 
плавиково1 кислоти в електрол1т1. 

Аналіз випромінювальних властивостей проводився методом 
фотолюмінесценції. Спектри реєструвалися за допомогою подвій­
ного монохроматора ДФС-12 при збудженні аргоновим лазером 
( л = 514,5 нм). Температури реєстрації - кімнатна та температу-

• 
ра р1дкого азоту. 

Встановлено, що ріст величини густини анодного струму при­
зводить до короткохвильового зміщення максимуму смуги випро­

мінюва1;ня, який інколи супроводжується також появою фази амор­
фного кремнію в пористих шарах. Збільшення тривалості травлен­
ня (яке призводить до зростання товщини шару пористого крем­
нію) при незмінному положенні максимуму та незмінній 1-1апівши­
рині смуги фотолюмінесценцїі викликає спочатку надлінійний ріст 
• • • •• •• • • 

1нтенс11вност1 ц1є1 смуги , а в подальшому - насичення 11 1нтенсив-
• 
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